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Uvod
Galium oxid je v sticasnosti siroko skiimany v elektrotechnike pre svoje unikatne vlastnosti. Sirka zakdzaného pasu Ga,O; ( ) [1] je kluCovym parametrom pre pouzitie vo

vykonovej elektrotechnike. Napriek slabej tepelnej vodivosti a chybajucej p-dopacii, ma Ga203 potencial stat sa novou materialovou platformou pre elektrotechniku. V oblasti

m [2], Sirokopasmova transparentnost (UV—|R), absorpcia v UV oblasti a index lomu (n~2) vhodny pre
O pripravu integrovanych prvkov na Cipe spolu s detailnym procesom pripravy a simulaciami optického pola
3, S hrubkou 150 az 180 nm, narastenych na zafirovom substrate. Prvky boli tvarovane pomocou priameho

fotoniky bol Ga,0; skumany pre nizke nelinearne strany

integrovanu fotoniku[3]. Prezentovana praca ukazuje prve
v pripravenych prvkoch. Struktury boli pripravené do vrsti

vpisovanie laserom (DWL) a pomocou laserovej interf | litografie (L|L) do vrstiev pozitivheho aj negativheho fotorezistu. Ga,O, fotonické prvky boli nasledne

vytvorené reaktivnym ionovym leptanim (RlE). Vysledn onické zariadenia na Cipe boli analyzovane pomocou skenovacie elektronového mikroskopu (SEM),

konfokalneho skenovacieho mikroskopu (CLSM) a mikroskopu atomovych sil (AFM).
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Fotonicke prvky na cipe Simulacie
V prvych experimentoch sme pomocou DWL litografie vytvorili pasikoveé vinovody ako zakladny prvok Simulacie vlnovodowyeh Struktir potvrdzuji dobré vinovodové

fotonickych obvodoy, ktory plni tlohu prenosu signalu a prepojeni medzi castami obvodu. Nasledne, upravou  vlastnosti navrhnutych Ga,O, prvkov. Parametre Ga,O, boli skimané v
exponovanych drah sme dosiahli plynulé zmeny smeru vinovodov a teda aj zmeny smeru Sirenia Ziarenia. simulécii pracujiucej v 6asovej doméne s konecnym rozdielom

Kombinéciou upravenych drah boli pripravené prvé Y-delice vykonu (tvz. Y-branch) Geometria prvku bola (FDTD) ktoré pripravil Ing. Daniel Benedikovic, PhD z katedry MIKT
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pripravené Ga,O, difrakcné mriezky ako zaklad pre vyrobu navazovacich prvkov a mrlezok na Cipe. Rovnaky Struktary s vyskou 0d 150 do 200 nm a sirkou>1 HM pracuju
postup bol potom aplikovany na uz vyrobené vinovody pre dosiahnutie vébec prvych Ga,0, mriezok na ako Sirokopasmove fotonicke zariadenia vo VIS oblasti. Ga,O; Struktury

vlnovode. Takéto prvky maju Siroké vyuZitie v senzoroch, ako spektralne filtre alebo ako navazovacie prvky. sme navrhli s rozmermi zodpovedajucimi vysledkom z nedavnych studii
a ohladom k technologickym limitom nasich zariadeni. Ako okolité

prostredie uvazujeme vzduch a material substratu je A|.203
(n~1.85). Vysledky ukazuju dobré Sirenie zakladnych aj vysSich
médov vo vinovode Ga, O, pre vybrané vinové dizky VIS (400 nm a
650 nm) a UV (300 nm) spektra. Simulované boli médy TE a

™ 0-4.
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Wbraneé simulacie optickeho pola: mody TE, a TE, Sirené cez paskove
vinovody Ga,0O; so Sirkou 2,5 (vlavo), 3 (v strede) a 3,5 um (vpravo) a vyskou
200 nm pri excitacnej vinovej dZke 650 nm.
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Zaver prace
Prezentovana praca ukazuje postup pripravy a vysledné struktury Ga,O,
fotonickych prvkov. Praca poskytuje analyzu fotonickych vlastnosti
Ga,0, pre aplikdcie na G&ipe. Prilozené simulécie dokazuju
. moznost vyuzitia Ga,O, pre fotonicke aplikacie na Cipe. Analyza
10.0 um - struktur pomocou CLSM, SEM a AFM ukazuje funkcnost procesu
y ~ vwyroby prvkov, pripadné drsnosti stranach prvkov budu v
buducnosti odstranené vylepSenym procesom s pouzitim tzv. hard
masky aby sa zabranilo rozptylovym stratam. Pripravené prvky
caka detailna opticka analyza aby sa urcCili stratové mechanizmy v
buducich fotonickych zariadeniach na cipe. Nasledne budu
funkcné prvky kombinované do fotonickych Cipov pre integrované
fotonické zariadenia. Fotonické Cipy budu urCené pre pracu v
Sirokej UV-VIS oblasti. Prezentované Struktury predstavuju
200 nm , , . : e
vyznamny posun v oblasti Ga,O; fotoniky a vytvaraju silny zaklad
pre novu materialovu platformu elektrickych a fotonickych
~zariadeni.
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SEM snimka Ga,O, vlnovodu s hrubkou 7.5 pm
a vyskou 150 nm

-

SEM snimka Ga,O; vilnovodu s
mrieZkou s hrubkou 7.5 um,
vySkou 150 nm a periodou 1.5 um
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AFM sken Ga
vySkou 150 nm

AFM sken Ga,O, vlinovodu s mriezkou s hrubkou
7.5 um, vyskou 150 nm a periodou 1.5 um
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	Snímka 1: Fotonické prvky na báze gálium oxidu pre on-chip aplikácie

